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※概要（Summary）： 

強磁性共鳴を用いたカーボンナノチューブ(CNT)

へのスピン注入をするために、強磁性体電極を用いた

CNT 電界効果トランジスタ(CNT-FET)の作製を行っ

た。デバイスの作製過程で、電極パターンを形成する

ために高速大面積電子線描画装置を用いた。 

 
※実験（Experimental）： 

デバイス(図 1)の作製方法としては、まずシリコン

酸化膜付シリコン基板に抵抗加熱蒸着を用いて CNT

の触媒金属である Fe を基板全面に蒸着し、化学気相

成長法により CNT を成長させる。その後、高速大面

積電子線描画装置で電極パターンを形成して、クリー

ンドラフト潤沢超純水付にて現像を行う。最後に電子

線蒸着装置で Ni を蒸着し、リフトオフを行った。作

製したデバイスの評価方法としては、光学顕微鏡・電

子顕微鏡でデバイスの状態を確認し、2 端子測定によ

り CNT の有るデバイスと CNT の無いデバイスを比

較することで Ni 電極間を接続しているかどうかを調

べた。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 2 は作製したデバイスの光学顕微鏡像 (左) と電

子顕微鏡像 (右) である。電子顕微鏡像から CNT が

Ni 電極間に大量に生えており、Ni のリフトオフに成

功していることがわかる。また、図 3 は CNT-FET に

2 端子測定を行った結果である。CNT の有るデバイス 

(赤) では導通しており、CNT の無い Ni 電極のみのデ

バイス (青) では導通していないことから、CNT が

Ni 電極間を接続していることがわかる。以上のこと

から、強磁性共鳴を用いた CNT へのスピン注入に向

たデバイスの作製に成功した。 
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図 1 CNT-FET の概略図 

 

図 2 CNT-FET の光学顕微鏡像(左)と電子顕微鏡像(右) 

 

図 3 CNT-FET の I-V 特性 
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